NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 747-1
STANDARD

AMENDEMENT 3
AMENDMENT 3

1996-09

Comprenant 'amendement, 1) et 'amendement| 2 (1993)
Incorporating amendmert 1 (199N and améndment|2 (1993)

N

Amendement 3

Dispositifs a semie
Dispositifs discre

Partie
Généralit

[1 CEI 1996 Droits de reproduction réservés [ Copyright - all rights reserved

Bureau central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genéve Suisse

Commission Electrotechnique Internationale CODE PRIX W
International Electrotechnical Commission PRICE CODE
MemnyHaponHaﬂ SﬂeKTDOTeXHquCHaFl Homuccua

@ Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue



https://iecnorm.com/api/?name=1877b3d85e0764f04bb3530b6ecba34d

-2- 747-1 amend. 3 © CEI: 1996

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs a
semiconducteurs, et par le sous-comité 47A: Circuits intégrés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

Amendement Regle des Procédure des

Six Mois/DIS Rapports de vote Deux Mois/ADIS Rapport de vote
47(BC)881 47(BC)921
47(BC)884 47(BC)937
47(BC)898 47(BC)936 47(BC)1183 47(BC)1219
47(BC)950 47(BC)990
47(BC)955 47(BC)995
47(BC)981 47(BC)1018
47(BC)982 47(BC)1026
1 47(BC)1052 47(BC)1129
47(BC)1073 47(BC)1133
47(BC)1120 47(BC)1275
47(BC)1121 47(BC)1276
47(BC)1122 47(BC)1277
47(BC)1124 47(BC)1266
47(BC)1125 47(BC)1278
47(BC)1126 47(BC)1245
47/47A(BC)1127/214 | 47/47A(BC)1257/£51 f7
47(BC)1125 47(BC)1322
47(BC)1126
47(BC)1321
47(BC)1220
47(BC)1221
2 47(BC)1223
L es rapports de vote, mdiqué ns le/tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote
ayant abouti a Lapgrot endement.
Une lig ans la\marge indique le texte de I'amendement 3.
Page 2
SOMMAIRE
Chapitre IV: Terminologie, généralités
Remplacer le titre de 5.1 par le nouveau titre suivant:
N R O o 10 = U ¢S~ o (= 0 (o o 1 PR 20

Ajouter les titres des nouveaux articles et paragraphes suivants:
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FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 47: Semiconducteur devices,
and by sub-committee 47A: Integrated circuits.

The text of this amendment is based on the following documents:

Amendment

Six Months’ Rule

Reports on voting

Two Months’

Report on voting

Chapter IV: Terminology, general

Replace the title of 5.1 by the following new title:

5.1 Currents and voltages

Add the titles of the following new clauses and subclauses:

DIS Procedure/ADIS
47(C0)881 47(C0)921
47(C0)884 47(C0)937
47(C0)898 47(C0)936 47(C0)1183 47(CO)1219
47(C0)950 47(C0)990
47(C0)955 47(C0)995
47(C0)981 47(C0)1018
47(C0)982 47(C0)1026
1 47(C0)1052 47(C0O)1129
47(C0)1073 47(C0)1133
47(C0)1120 47(C0)1275
47(CO)1121 47(C0)1276
47(CO)1122 47(C0)1277
47(CO)1124 47(C0)1266
47(CO)1125 47(C0)1278
47(C0)1126 47(C0)1245
47/47A(CO)1127/214 | 47/47A(C0O)1257/£51
47(C0)1125 47(C0)1322
47(CO)1126
47(C0)1321
47(C0)1220
47(C0)1221
2 47(C0)1223
3
Full information q voti the Approval of this amendment can be found in the report$
bn voting indic e\abowe ta
[ he text o indicated by a vertical line in the margin.
Page~3
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5.6 Termes caractérisant la valeur constante ou les formes d'ondes

périodiques des COUrants Bt tENSIONS .........uiiieiiiiiiiieie e e e e s et e e e e e e et re e e e e e s et r e e e e s e senreaeees 30
6 Termes et définitions concernant 1S iIMPUISIONS ..........coeviiiiiiiiiiiiee e 34
7 Temps de commutation d'impulsion d'entrée-sortie, termes generauX..........ccoevvvvvverreeeeseinns 42
Page 4
Chapire V:-Symboles litteraux—generahltes

Ajouter le titre du nouvel article suivant:

5 Symboles littéraux pour les unités d'échelle logarithmique pour les rappg
de signaux exprimés en dB ..........ccceeeiee i AN NP 6(

Chapitre VI: Valeurs limites et caractéristique
Modifier le titre de l'article 3 comme suit:
3 DEfINIIONS....oiieveieei e e

Page 6

3 Méthodes d' is
impulsions deNgrsj

Page 20

e IV: Terminologie, généralités

Remplacera
suivants:

és paragraphes 2.11 et 2.12 existants par les nouveaux paragraphes

o

.11 Caractéristiques directes (d'une jonction PN)

.12 Courant direct

Courant circulant de la région de type P a la région de type N.
2.11.2 Tension directe

Tension entre la région de type P et la région de type N lorsque la région de type P a une
tension positive par rapport a la région de type N.
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5.6 Terms characterizing the constant value or periodic waveforms of

CUITENES AN VOILAGES ... 31
6  Pulse terms and defiNitiONS ........c.uuiiiiiiiiiiie e e e 35
7  Input-to-output pulse switching times, general termMS.........cccccoiiiiiiiiiiiii s 43
Page 5
ChapterVtLettersymbols—general

Add the title of the following new clause:

5 Letter symbols for logarithmic scale units for signal ratios expressed in dB SRR\ S 61

Chapter VI: Essential ratings and characte
Amend the title of clause 3 as follows:
3 DefiNitioNS.....ccoiiiiiiiii . . 63
Page 7
itive devices

Chapter IX: El€

e t0 voltage pulses

of short dura@ B N 69

Page 21
ter IV: Terminology, general

Replacel on paye RS the &xisting subclauses 2.11 and 2.12 by the following new subclauses:
2.11 Forward characteristics (of a PN junction)

?.11.1 ‘Forward current

The’eurrent flowing from the P-type to the N-type region.

2.11.2 Forward voltage

The voltage between the P-type region and the N-type region when the P-type region is at a
positive voltage relative to the N-type region.


https://iecnorm.com/api/?name=1877b3d85e0764f04bb3530b6ecba34d

-6-— 747-1 amend. 3 © CEI: 1996

2.11.3 Sens direct

Sens de circulation d’un courant direct (positif).
2.12 Caractéristiques inverses (d'une jonction PN)
2.12.1 Courant inverse

Courant circulant de la région de type N a la région de type P.

2.12.2 Tension inverse

Tension entre la région de type N et la région de type P lorsque la rég pe N a ung
fension positive par rapport a la région de type P.

2.12.3 Sens inverse

bens de circulation d'un courant inverse (positif).

2.16 Couches

contrdlé, comme dans les transistors a effet te chaxp\ou blefa une charge située dans des états de surface|,

en SUNaCe¢

{

4

pge fixe des donneurs et accepteurs ionisés, et dont la densite
celle qui serait nécessaire pour neutraliser l'attraction deg

y 1 sion associée a une surface

Région-afa surface d'un dispositif & semiconducteurs dont le type de conductivité est l'inverse¢
e celui d0 a la densité de charge fixe des donneurs et accepteurs ionisés dus a l'attraction
es_porteurs de charge.

Page 24
Ajouter, aprés le paragraphe 2.28, le nouveau paragraphe suivant:
2.29 Effet de transfert d'électrons

Génération d'une conductivité différentielle négative en volume dans un composant
semiconducteur IlI-V a vallées d'énergie multiples quand le champ électrique appliqué dépasse
la valeur critique a laquelle des électrons sont transférés:
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2.11.3 Forward direction

The direction of a (positive) forward current.
2.12 Reverse characteristics (of a PN junction)
2.12.1 Reverse current

The current flowing from the N-type region to the P-type region.

2.12.2 Reverse voltage

The voltage between the N-type region and the P-type region when the egion’is at a
positive voltage relative to the P-type region.

2.12.3 Reverse direction

The direction of a (positive) reverse current.

Replace the existing subclause 2.16 by the following

2.16 Layers

NOTE — The charge-carrier attraction as r 3 a Tield-plate voltage as in field-effeqt
9 i layers, or surface ionic carriers.

2.16.1 Depletion layer associated with a s
produced by the net f i ionjzed donors and acceptors but whose ne

carrier density is izsuf

h

ief

4.

\ surfaceéyegion of a semiconductor device whose conductivity type has been reversed fron
that preduced by the net fixed-charge density of ionized donors and acceptors due to charget
Carrier/attraction.

Page 25
Add, after subclause 2.28, the following new subclause:
2.29 Transferred-electron effect

The generation of bulk negative differential conductivity in compound semiconductor devices
that have multiple energy valleys when the applied electrical field is greater than the critical
value at which electrons transfer from:
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« d'une vallée de faible énergie ou ils ont une mobilité plus grande et une masse effective
plus petite,

a

e une vallée d'énergie supérieure ou ils ont une mobilité plus petite et une masse effective
plus grande.

NOTE - Le terme «vallée d'énergie» se référe a la vallée dans une courbe de I'énergie en fonction du moment.

Page 26

Remplacer l'article 3 existant par le nouvel article suivant:
B Termes généraux

B.1 Termes relatifs a la structure

B.1.1 Electrode (d'un dispositif a semiconducteurs)

b

Flément qui accomplit une ou plusieurs des fonctions
¢lectrons ou des trous, ou contréler leur mouvement.

Fxemple:

CEl 616/91

Figure 6

Dans cet exemple\d'uhg pa ' t intégré, il y a trois électrodes (dans la région continue de type N

Tranche faite;d'un ériau semiconducteur ou d'un tel matériau déposé sur un substrat, dang
lequel up~0u plusieurs circuits ou dispositifs sont réalisés simultanément et qui peut étre, e
onséquence, découpé en pastilles.

B. 1.3 Pastille (puce)

Portion séparée (ou lI'ensemble) d'une plaquette destinée a accomplir une ou des fonctions
dans un dispositif.

3.1.4 Plage de soudure

Surface d'attache sur une pastille a laquelle une connexion peut étre faite.
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a lower energy valley in which they have greater mobility and smaller effective mass,
to

a higher energy valley in which they have smaller mobility and greater effective mass.

NOTE — The term "energy valley" refers to a valley in an energy versus momentum profile.

Page 27

Replace the existing clause 3 by the following new clause:

B General terms
B.1 Terms related to structure

B.1.1 Electrode (of a semiconductor device)

An element that performs one or more of the functions of e Q

plectrons o
holes, or of controlling their movements.

Example:

In this example@
represented by the

substrate,
may be subsequ

githek of semiconductor material or of such a material deposited on I

Qne~gr’'more circuits or devices are simultaneously processed and whic
ently separated into chips.

B.1.3  Chip (die)

\ separated part (or whole) of a wafer intended to perform a function or functions in a device.

3.1.4 Pad

An area on a chip (die) to which a connection to the chip (die) can be made.
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3.1.5 Conducteur interne

Fil soudé a une plage de soudure sur une pastille et destiné a relier cette derniére a un point
gquelconque situé a l'intérieur du boitier du dispositif.

3.1.6 Grille de connexion (d'un boitier)

Grille métallique possédant des bornes et un support mécanique destiné a les aligner.

b.1. /7 borne (d'un disposItit a semiconaucteurs)

Point de connexion accessible extérieurement.

NOTE - En anglais, I'utilisation du terme «termination» en tant que synonyme est dée gar ce terme s¢
référe aux éléments extérieurs reliés a la borne.

B.1.8 Embase (d'un boitier)
Partie du boftier sur laquelle une pastille peut étre fixée.
B.1.9 Capot, couvercle

Partie d'un boftier a cavité qui ferme I'enveloppe.

NOTE - Le terme utilisé dépend du type de

B.1.10 Boitier

composants, qui permg
protection contre l'envi

8.1.11 Radiate@

Dépbt de~couches métalliques, isolantes ou semiconductrices, sur des substrats solides &
partir d'uné source de matériau en phase vapeur par dépdt physique ou par réaction chimique.

B.252° Technique de sérigraphie

Dépb6t de couches métalliques, isolantes ou semiconductrices, sur des substrats solides par
pression de pates (encres) a travers des écrans.

3.3 Borne d'anode (d'une diode a semiconducteurs, a I'exclusion des diodes régulatrices de courant)

Borne reliée a la région de type P de la jonction PN ou, lorsque plusieurs jonctions PN de
méme polarité sont connectées en série, a la région extréme de type P.

NOTE - Pour les diodes de tension de référence; si elles comprennent des diodes compensées en
température, ces derniéres n'entrent pas en compte pour la détermination de la borne d'anode.
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3.1.5 Bonding wire

A wire that is bonded to a chip (die) bonding pad in order to connect the chip (die) to any other
point within the device package.

3.1.6 Lead frame (of a package)

A metal frame providing terminals and mechanical support to align them.

b.1./ Terminal (01 a semiconductor device)

A\n externally available point of connection.

NOTE — The usage of the term "termination" as a synonym is deprecated since tha Ot€s the externdl

elements connected to the terminal.
B.1.8 Base (of a package)
A\ part of the package on which a chip (die) can be mounte
B.1.9 Cap, can, lid, plug

The part of a cavity package that compl

NOTE — The particular term used depends ©®

B.1.10 Package, case

The deposition'o ducting, insulating or semiconducting films on to solid substrates from a
source material in the vapour phase by physical deposition or chemical reaction.

B.2:2._) Screen-printing technique

The deposition of conducting, insulating or semiconducting films on to solid substrates by
pressing pastes (inks) through screens.

3.3 Anode terminal (of a semiconductor diode, excluding current-regulator diodes)

The terminal connected to the P-type region of the PN junction or, when more than one PN
junction is connected in series with the same polarity, to the extreme P-type region.

NOTE - For voltage-reference diodes; if temperature compensating diodes are included, these are ignored in
the determination of the anode terminal.


https://iecnorm.com/api/?name=1877b3d85e0764f04bb3530b6ecba34d

-12 - 747-1 amend. 3 © CEIl: 1996

3.4 Borne de cathode (d'une diode & semiconducteurs, a l'exclusion des diodes
régulatrices de courant)

Borne reliée a la région de type N de la jonction PN ou, lorsque plusieurs jonctions PN de
méme polarité sont connectées en série, a la région extréme de type N.

NOTE — Pour les diodes de tension de référence; si elles comprennent des diodes compensées en
température, ces dernieres n'entrent pas en compte pour la détermination de la borne de cathode.

3.5 Borne d'anode (d'une diode régulatrice de courant)

Borne vers laquelle le courant, en provenance du circuit extérieur, circule lorsque la dioderest
polarisée pour fonctionner comme régulatrice de courant.

B.6 Borne de cathode (d'une diode régulatrice de courant)

Borne & partir de laquelle le courant circule vers le circuit extér
polarisée pour fonctionner comme régulatrice de courant.

B.7 Concepts relatifs aux éléments et aux circuits

B.7.1 Circuit

Réseau qui fournit un ou plusieurs che
B.7.2 Elément de circuit

Toute partie constitutive

NOTE - Cette définitio
éléments de circuit et le

B.7.3 Parametre

aleurs des qua
les éléments

L'amplificatioR_en cgurant d'un transistor.

B.7.4 Circuit équivalent

\rrangement d'éléments de circuit qui posséde des caractéristigues, dans une gammeg
considérée, équivalentes électriquement & celles d'un circuit ou d'un dispositif particulier.

NOTE — Dans de nombreuses applications utiles, le circuit équivalent remplace (pour les besoins de I'analyse)
un circuit ou un dispositif plus compliqué.

3.7.5 Elément de circuit équivalent

Un élément du circuit équivalent.
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3.4 Cathode terminal (of a semiconductor diode, excluding current-regulator diodes)

The terminal connected to the N-type region of the PN junction or, when more than one PN
junction is connected in series with the same polarity, to the extreme N-type region.

NOTE - For voltage-reference diodes; if temperature compensating diodes are included, these are ignored in
the determination of the cathode terminal.

3.5 Anode terminal (of a current-regulator diode)

The terminal to which current flows from the external circuit when the diode is biased-t¢
pperate as a current regulator.

B.6 Cathode terminal (of a current-regulator diode)

The terminal from which current flows into the external circuit w
pperate as a current regulator.

B.7 Concepts referring to elements and circuits
B.7.1 Circuit

A\ network providing one or more closed paths.
B.7.2 Circuit element

A\ny constituent part of a circuit that
glefinable function.

NOTE - The definition include } atween circuit elements, or between circuit element$
and terminals.

B.7.3  Circuit pte p

f“characteristics derived therefrom that are associated

B.7.4  Equivalent circuit

\n/ arfangement of circuit elements that has characteristics, over a range of interest]
g¢lectrically equivalent to those of a particular circuit or device.

NOTE - In many useful applications, the equivalent circuit replaces (for convenience of analysis) a more
complicated circuit or device.

3.7.5 Equivalent circuit element

An element of the equivalent circuit.
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3.7.6 Elément de circuit & couche(s)

Elément de circuit qui comporte une ou plusieurs couches.

3.8 Concepts relatifs aux éléments, composants ou dispositifs actifs et passifs
3.8.1 Elément passif de circuit

Elément de circuit qui contribue essentiellement par la résistance, la capacité, I'inductance,
[Thnierconnexion ohmique, Te guidage d onde, ou une combinaison de Ceux-cl, a une fonction
Circuit.

EXEMPLES

Résistances, condensateurs, inductances, filtres passifs, interconnexon

8.8.2 Elément actif de circuit

2 Des éléments physiques actifs de circuit
circuit uniquement, par exemple, pour contribu

Dispositif dans lequel au moins un élément de circuit est actif.

B.8.7,7 Elément parasite de circuit

Elément de circuit non voulu qui vient inévitablement s'ajouter a un ou plusieurs éléments de
circuit voulus.

3.9 Concepts relatifs aux composants
3.9.1 Composant (d'un circuit intégré hybride)

Partie du matériau qui est montée dans le boitier et contribue & la composition du circuit.

NOTE — En ce qui concerne les composants électroniques, une distinction est faite entre les composants
intégrés et les composants discrets.
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3.7.6 Film circuit element

A circuit element consisting of a film or films.

3.8 Concepts referring to active and passive elements, components or devices
3.8.1 Passive circuit element

A circuit element primarily contributing resistance, capacitance, inductance, ohmic
interconnection, wave-guiding, or a combination of (NESE, 10 a CIrcult function.

EXAMPLES
Resistors, capacitors, inductors, passive filters, interconnections.

B.8.2 Active circuit element

element, for example, rectification, switching, gain, convg
another.

NOTES

1 Examples for devices with active circuit elements g
sensing or light-emitting devices.

\ component in

B.8.5 Passive d
A\ device in wk
B.8.6 Active
éast one circuit element is an active circuit element.

\ device imwhich at

B.8.7~ “Parasitic circuit element

A umwarntetcircuitetementthat s —am umavoidabte—adjunctofome—ormore—wanted—circui
elements.

3.9 Concepts relating to components
3.9.1 Component (of a hybrid integrated circuit)

A material part that is mounted within the package and that contributes to the composition of
the circuit.

NOTE — For electronic components, distinction is made between integrated components and discrete
components.
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3.9.2 Composant intégré (d'un circuit intégré hybride)

Circuit intégré, fini ou semi-fini, qui est utilisé en tant que composant du circuit.
3.9.3 Composant discret (d'un circuit intégré hybride)

Dispositif discret, ou semi-fini, qui est utilisé en tant que composant du circuit.

3.9.4 Composant semi-fini (d'un circuit intégré hybride)

Composant non fini pris dans sa ligne de production.

NOTE - Il ne peut étre utilisé pour une évaluation compléete selon la spécification app exdans son, etat firli
normal.

B.9.5 Circuit intégré semi-fini (d'un circuit intégré hybride)

Circuit intégré non fini pris dans sa ligne de production.

le dans son état finji

NOTE — Il ne peut étre utilisé pour une évaluation compléete selon
normal.

Remplacer le paragraphe 4.1 existant par les nou
4.1.1 Dispositif a semiconducteurs (fe

Dispositif dont les caractéristiques esg
['intérieur d'un semiconducteur.

NOTES

[

discret cgmporte unigdement un seul élément de circuit. Cependant, un dispositif vendu et spécifié en tant qu¢
disposijtifydiscret peut comporter plusieurs éléments internes de circuit.

2 ~Si Un dispositif a semiconducteurs n'est pas considéré comme un circuit intégré a la fois en complexité et en
fonctionnalité, il est considéré comme un dispositif discret.

Remplacer le paragraphe 4.2 existant par le nouveau paragraphe suivant:
4.2 Dispositif sensible aux décharges électrostatiques

Dispositif discret ou circuit intégré qui peut étre endommagé de facon irréversible par des
potentiels électrostatiques qui apparaissent au cours d'opérations courantes de manipulation,
d'essais et d'expédition.
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3.9.2 Integrated component (of a hybrid integrated circuit)

An integrated circuit, completed or partially completed, that serves as a component of the
circuit.

3.9.3 Discrete component (of a hybrid integrated circuit)

A discrete device, completed or partially completed, that serves as a component of the device.

B 9.4 Partially completed component (of a Nybrid integrated CIrcuir)

A\ component taken uncompleted from its production line.

NOTE - It cannot be used for complete assessment to the specification applicable ip igished state.

B.9.5 Partially completed integrated circuit (of a hybrid integrated

NOTE - It cannot be used for complete assessment to the specification apph s its nopmal finished state.

$emiconductor.

NOTES
1 The definition includ \Ctéristics are only in part due to the flow of charg¢
carriers in a semicondugtox_but that are (CORside senriconductor devices for the purpose of specification.

2 For specificatioq p 8_Semicy vice is considered either as a discrete (semiconducto
device or as an

1.1.2 Discrete (sem

B

iis not divisib
NOTES&

1 There
discrete device
device maytinterna

=4

no sleal detiprtation possible between discrete devices and integrated circuits. In principle,
onsistg of a single circuit element only. However, a device sold and specified as a discret
censist of more than one circuit element.

N

2 If a'semiconductor device is not considered to be an integrated circuit in both complexity and functionality, it
is considered to be a discrete device.

Replace the existing subclause 4.2 by the following new subclause:

4.2 Electrostatic-discharge-sensitive device

A discrete device or integrated circuit that may be permanently damaged by electrostatic
potentials encountered in routine handling, testing and shipping.
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Les abréviations a utiliser sont:

— ESDS pour dispositif sensible aux décharges électrostatiques;
— ESD pour décharge électrostatique.

L'utilisation de I'abréviation ESSD est déconseillée.
Page 32

Romnlacer le naraaranhe 4 24 existant pnar le nouveat paraaraphe sujvant:
L r J L r r 7 L

4.24 Transistor (voir aussi chapitre Il, article 1)

Dispositif & semiconducteurs susceptible de fournir une amplifica
possédant trois électrodes ou plus.

issance e}

NOTE — D'autres termes peuvent étre utilisés pour décrire certai
a semiconducteurs inclus dans cette définition.

4

¢le domaines ge.charge qui se forment par suite de I'effet de transfert d'électrons.

4.29.2 piode LSA (LSA = Limited Space-charge Accumulation)

Diode-/a transfert d'électrons similaire a la diode Gunn mais destinée a fonctionner au
fréguences déterminées par la cavité hyperfréquence dans laguelle la diode est montée. Le$
fréquences sont plusieurs fois supérieures a la fréquence due a un temps de transit, de
maniére que la formation de domaines de charges soit limitée.

NOTE — Par rapport a la diode Gunn, la diode LSA permet d'obtenir les puissances de sortie plus élevés a des
fréquences plus élevées.
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The abbreviations to be used are:

— ESDS for electrostatic-discharge-sensitive device;
— ESD for electrostatic discharge.

The use of the abbreviation ESSD is deprecated.
Page 33

anl:n‘n the nvicﬁng suybclause 4 .24 hy the ntInM/ing new subclause.:

4.24 Transistor (see also chapter I, clause 1)

\ semiconductor device capable of providing power amplification ang/i €e or more
¢lectrodes.
NOTE — Other names may be used to describe certain special types of semico éd by thig
definition.

Add, after subclause 4.26, the following new subclauses 4.2

4.27 Semiconductor modulator diode, modulator dig

\ semiconductor diode designed for mo@ulation

4.28 Semiconductor detector diode, detectordioe

hibits negative differential resistance arising from the

[ nains that are formed due to the transferred-electron effect.

4.29.2 ([L'SA diode (LSA = Limited Space-charge Accumulation)

A\ transferred-electron diode similar to the Gunn diode, except that it is intended to operate
freguencies that are determined by the microwave cavity in which the diode is mounted anéﬁ
that are several times higher than the transit-time frequency so that the formation of charge
packets (or domains) is limited.

NOTE — Compared to the Gunn diode, higher output power at higher frequency is achievable.
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Remplacer le titre du paragraphe 5.1 existant par le suivant:

5.1 Courants et tensions

Remplacer les paragraphes 5.1.1 et 5.1.2 existants par les nouveaux paragraphes suivants:

5.1.1 Caractéristiques directes (d'une diode a semiconducteurs, a l'exclusion
des diodes regulatrices de courant)

$.1.1.1 Courant direct, courant d’anode

Courant, en provenance du circuit extérieur, circulant dans la borne d'ag
5.1.1.2 Tension directe

Tension entre les bornes d'anode et de cathode lorsqu une tension

positive par rapport a la borne de cathode.

5.1.1.3 Sens direct
Sens d'un courant direct (positif).
5.1.2 Caractéristiques inverses (d'une diade a ducteurs, a l'exclusion

des diodes régulatrices de cour

I
!
Sens d'un courant inverse (positif).

Ajouter, @prés le paragraphe 5.1.4, le nouveau paragraphe 5.1.5 suivant:

X5~ Courant de fuite (I)

Courant qui circule dans une borne et résulte de l'application d'une tension extérieure entre
cette borne et une autre borne d'un dispositif, de préférence non conducteur, dans les
circonstances envisagées.

NOTES

1 Ce terme général doit étre utilisé seulement s'il n'y en a pas d'autres de plus adéquats ou de plus
spécifiques qui soient normalisés et applicables (tels que courant d'obscurité, courant inverse, courant
résiduel).
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Replace the title of the existing subclause 5.1 by the following:

5.1 Currents and voltages

Replace the existing subclauses 5.1.1 and 5.1.2 by the following new subclauses:

5.1.1 Forward characteristics (of a semiconductor diode, excluding current-regulator diodes)

$.1.1.1 Forward current, anode current
The current flowing from the external circuit into the anode terminal.
5.1.1.2 Forward voltage

The voltage between the anode and the cathode terminals wRi e\angde pinal is at &
positive voltage relative to the cathode terminal.

5.1.1.3 Forward direction
The direction of a (positive) forward current.
5.1.2 Reverse characteristics (of a selx

5.1.2.1 Reverse current, cathode curre

$5.1.2.2 Reverse yoltage
The voltage betv@ f
positive voltage relea
$.1.2.3 Revg

Add, after subclayse 5y1.4, the following new subclause 5.1.5:
5.1.5 Leakage current (Ilkg)

The.current through a terminal that results from the application of an external voltage betwee
that tferminal and another terminal of a device that would preferably be non-conductive In ithe

circumstances under consideration.

NOTES

1 This general term should be used only if no other adequate and more specific term (e.g. dark current,
reverse current, cut-off current) is standardized and applicable.
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2 D'une maniére générale, ce terme ne doit pas étre utilisé pour les courants constitués des porteurs
minoritaires nécessaires au fonctionnement du dispositif. Néanmoins, des exceptions peuvent étre faites si, par
uniformité, le méme terme est utilisé pour différentes technologies (par exemple, le terme «courant de fuite»
utilisé pour les circuits interrupteurs de signaux analogiques de n'importe quelle technologie).

3 L'indice «lkg» doit étre ajouté a d'autres indices seulement si ceux-ci ne suffisent pas a identifier le courant
comme courant de fuite.

Remplacer le paragraphe 5.2 existant par le nouveau paragraphe suivant:

5.2 Températures

5.2.1 Température du point de référence (T,)

Température en un point de référence spécifié sur ou dans un dispositif.
5.2.2 Température de boitier (T;)

Température mesurée par une méthode spécifiée en un pQi ¢ pécifié, de¢
préférence sur le boftier du dispositif.

NOTE — Pour Ies dispositifs plus petlts si le point de referen e—SP i ast P ityé sur le boitier, mai
pérature en ce point peu
a cette température son

—_ e o

&

i soit appliqué de tension.

&

d'une région, basée sur un modéle simplifié du
JUn dispositif & semiconducteurs, pour lequel ou dan$
I 2 > issipation de puissance a lieu.

1 Lorsgue ¢rature virtuelle» s'applique, le qualificatif correspondant doit étre ajouté a
‘ ature virtuelle de Jonctlon»

«temperature wWetdelle\ou «temperature de jonction» est autorisée s'il n'y a pas risque d' amblgune
3 Pour Jes\différenteg’sortes de «température virtuelle», on peut utiliser le symbole littéral T,jou T,ou Tg,.

4 Si 'cela est nécessaire, on peut utiliser des indices supplémentaires, par exemple des nombres, pou
effe€tuer la distinction entre les différentes températures virtuelles d'un méme dispositif.

$:255° Température virtuelle de jonction (T))

Température virtuelle de la jonction d'un dispositif a semiconducteurs.
5.2.6 Symboles littéraux fondamentaux pour les températures

Le symbole littéral fondamental est T, indiquant soit la température Celsius soit la température
absolue (kelvin).
EXEMPLES

Température ambiante T, 25°C
Température de bruit T, = 295K
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2 In general, this term should not be used for current that consists chiefly of minority carrier current that is
necessary for the function of the device. However, exceptions may be made if, for uniformity, the same term is
used for different technologies, e.g. the term "leakage current" used for analogue signal switching circuits in any
technology.

3 The subscript "Ikg" should be added to other subscripts only if the latter are insufficient to identify the
current as leakage current.

Replace the existing subclause 5.2 by the following new subclause:

5.2 Temperatures

$.2.1 Reference-point temperature (T,)

The temperature at a specified reference point on or within a device.

$.2.2 Case temperature (T_)

the case of the device.

NOTE — For smaller devices, if the specified reference point i
the device (e.g. on one of the terminals), then the temperat

[

3 For all kinds oRlvirtual temperature”, the same letter symbol T, or Tjor T, may be used.

4 When required, additional subscripts, e.g. numbers, may be used to distinguish between different virtug|
températures in the same device.

5.2.57 Virtual junction temperature ( Tyj )

The virtual temperature of the junction of a semiconductor device.
5.2.6 Basic letter symbols for temperatures

The basic letter symbol is T, indicating either Celsius or kelvin temperature.

EXAMPLES
Ambient temperature T, = 25 °C
Noise temperature T, = 295K
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NOTES
1 L'usage de la lettre minuscule ¢ est fortement déconseillé.

2 Dans le cas ou des symboles littéraux distincts sont nécessaires pour la température Celsius et la
température absolue (Kelvin), le symbole littéral T avec une unité entre crochets désignant une température
Celsius T [°C] ou une température absolue T [K] doit étre utilisé.

3 Les différences entre deux températures ou grandeurs dérivées s'expriment au moyen de la méme unité de
grandeur que celle utilisée pour les deux températures, ceci résultant de I'équation correspondante.

EXEMPLES

T2 (°C) - T1 (°C) = AT (°C)

R, = w = ﬂ BCO
" R, W) - W) ap wH

Remplacer le paragraphe 5.3.1 existant par le nouveau paragraphe suiv

5.3.1 Résistance thermique (Rin)

Terme générique défini par le quotient de:

1) la différence de température entre deux points o
on suppose que la chaleur totale se dissipe,
par

2) la dissipation de puissance en régjme per
NOTES

1 Les termes utilisés en pratique doivent int
«résistance thermique jonction-ambiante».
gue si aucune ambiguité ne peut en résulter.

2 La résistance thermique s

Page 36
Remplacer les p
5.3.7

par

2) la modification en forme de fonction échelon de la dissipation de puissance qui intervien£
au _début de lintervalle de temps et provoque la modification de la différence d
température.
NOTES

1 Les termes utilisés en pratique doivent indiquer les deux points ou régions spécifiées, par exemple
«impédance thermique transitoire jonction-boftier».

L'utilisation du terme abrégé «impédance thermique transitoire» n'est autorisée que si aucune ambiguité ne
peut en résulter.

2 Juste avant le début de l'intervalle de temps considéré, la distribution de la température dans l'espace
envisagé doit étre constante dans le temps.

3 L'impédance thermique transitoire est fonction de la durée de l'intervalle de temps considéré.

4 L'impédance thermique transitoire s'exprime généralement en K/W.
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NOTES
1 The use of the lower-case letter t is strongly deprecated.

2 In the case that distinctive letter symbols are needed for Celsius temperature and Kelvin temperature, the
letter symbol T with a unit in brackets denoting Celsius temperature T [°C] or Kelvin temperature T [K] shall be
used.

3 Differences between two temperatures or quantities derived thereof are expressed by means of the same
guantity unit as for two temperatures, as this results from the pertinent magnitude equation.

EXAMPLES

T (°C) - T1 (°C) = AT (°C)

g = RCO-LCC) _ AT FCO
"R, W) -A W) aP HwH

Replace the existing subclause 5.3.1 by the following new subclause:

$.3.1 Thermal resistance (Ry,)

A\ generic term denoting the quotient of:

1) the temperature difference between two specified gtween which the

total heat is assumed to flow,

by

2) the steady-state power dissipation.that ca

NOTES

1 The terms used in practice should indicate the i regions, e.g. as in "junction-ambient
thermal resistance". The use of the shorteped term “th gsistance" is permitted only if no ambiguity i§

likely to occur.

2 Thermal resistance is usua

Page 37

Replace the exis@s C

2) the~step-function change in power dissipation beginning that time interval and causing
the.change in temperature difference.

NOITES

1" The term used in practice must indicate the two specified points or regions. e.g. as in "junction-casé
transient thermal impedance".

The use of the shortened term "transient thermal impedance" is permitted only if no ambiguity is likely to occur.

2 Immediately before the beginning of the time interval, the temperature distribution within the space involved
shall be constant with time.

3 Transient thermal impedance is given as a function of the duration of the time interval.

4 Transient thermal impedance is usually expressed in K/W.
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5.3.8 Impédance thermique en régime d'impulsions (Zthp )

Quotient de:

1) la différence entre la valeur maximale de la température virtuelle due a la puissance en
impulsions et la valeur de la température d'un point de référence externe spécifié,

par

2) l'amplitude de la dissipation de puissance dans le dispositif produite par une suite
périodique spécifiée d'impulsions rectangulaires.
NOTES

1 Les phénomenes transitoires initiaux sont négligés et la dissipation de puissance en continu est supposé¢
nulle.

2 L'impédance thermique en régime d'impulsions est donnée en fonction de la durée pulsions avec l¢

facteur d'utilisation comme parametre.

Page 40
Remplacer le paragraphe 5.5.3 existant par le nouveau parag

5.5.3 Fréquence de coupure (d'une caractéristique)

Voir notes 1 et 2.)

$.5.3.1 Fréquence de coupure haute foy,

Fréguence a laquelle, lorggu'on augmen fréquepce, le module d'une caractéristique
épendant de la fréquenge a _djmint€ | u aleuryfractionnelle n par rapport a la valeu
u'avait cette caractéristiq ‘

n =1/2, sila grande yissance (électrique ou optique);

n =12, si s{ un courant ou une tension, ou toute grandeur autrg
qu'une puissance

$5.5.3.2 Frégde

Fréquence . squ'on diminue la fréquence, le module d'une caractéristique
épendant anee a diminué, a une valeur fractionnelle n par rapport a la valeuf
u'avait cette«Ca istique a une fréquence de référence spécifiée plus élevée, et ou:

n = W2 sila grandeur mesurée est une puissance (électrique ou optique);

ne= 1/\/5, si la grandeur mesurée est un courant ou une tension, ou toute grandeur autre
qu'une puissance.

NOTES

1 La fréquence de référence doit étre choisie dans une gamme de fréquences telle que la valeur de la
grandeur mesurée soit indépendante de la fréquence.

2 Lorsqu'il n'existe pas de risque d'ambiguité, le symbole littéral f,, ou f. ), selon le cas, peut étre réduit a
celui de f..
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5.3.8 Thermal impedance under pulse conditions (Zy,,)

The quotient of:

1) the difference between the maximum virtual temperature caused by the pulse power and
the temperature of a specified external reference point,
by

2) the amplitude of the power dissipation in the device produced by a specified periodic
sequence of rectangular pulses.

NOTES

1 The initial transient phenomena are ignored and zero continuous power dissipation is assumed.

2 The thermal impedance under pulse conditions is given as a function of the durati
duty factor as a parameter.

he pulses with th¢

Page 41
Replace the existing subclause 5.5.3 by the following new subgla
5.5.3 Cut-off frequency (of a characteristic)

See notes 1 and 2.)

$5.5.3.1 Upper cut-off frequency fc(u), 2

The frequency at which, for increasing f odulus of a frequency-dependen£
Characteristic has decrease value at a specified lower referenc
frequency, where:

n =1/2, if the meas i er (eleetrical or optical);

n :1/ﬁ,if®

AE i fordecreasing frequency, the modulus of a frequency-dependeni
Charactéristicha C a&d to a fractional value n of its value at a specified higher referenc

n = 1/2;if:the asured quantity is power (electrical or optical);

n = 1/\/5, if the measured quantity is current or voltage or any quantity other than power.

NOTES

1 The reference frequency should be chosen within the frequency range in which the value of the measured
quantity is essentially independent of frequency.

2 When no ambiguity is likely to occur, letter symbol f ., or f, as appropriate, may be shortened to f.
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Ajouter, aprés le paragraphe 5.5.3, les nouveaux paragraphes suivants:
5.5.4 Résistance différentielle (entre deux bornes) ry

Dérivée premiére (pente) de la tension en fonction du courant en un point de la courbe de la
caractéristique statique représentative de la tension entre deux bornes par rapport au courant
qui traverse ces bornes.

NOTE - Dans la pratique, la résistance différentielle peut étre mesurée approximativement par différentes
méthodes, par exemple:

— en calculant le rapport de l'augmentation de la tension sur l'augmentation correspondante du couranty

— enrelevant la résistance petits signaux a une fréquence suffisamment basse.

5.5.5 Variation des caractéristiques dans le temps dans des conditions d
fonctionnement constantes

$.5.5.1 Dérive (d'une caractéristique X) AX(y)

$a valeur initiale, toutes les autres conditions de fonctionnen

5.5.5.2 Dérive relative (d'une caracté

Duotient de:

5.5.5.3 Plaged@ i

Différence entre 3 S :
soit de facgon répétee ne période spécifiée, toutes les autres conditions de
fonctionneme I 3 constantes.

B

5.5.5.4 instahilite yelative (d'une caractéristique X) AXjrel, AXj)

Duotient de;

— laplage d'instabilité de la caractéristique, par
=(_la valeur initiale de la caractéristique.

e T doigars ] / 4. & Il £ LI / Sgas 'H
J.0U rcririco caraclicrioarit ia vaicul LUriotaritc vu ico TUTITTNIcS U uridc UCTiouiyyuc o

des courants et tensions

NOTE - Les termes et définitions suivants correspondant a ceux donnés dans le VEI (Vocabulaire
électrotechnique international) (CEI 50(131)).

Les symboles littéraux sont ceux donnés au chapitre V, article 2. S'il y a lieu, des exemples de symboles
littéraux relatifs au courant collecteur d'un transistor sont donnés ci-apres.

5.6.1 Tension alternative [courant alternatif]

Tension [courant] périodique de valeur moyenne nulle. [VEI 131-03-01] [VEI 131-03-02]
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Add, after subclause 5.5.3, the following new subclauses:

5.5.4 Differential resistance (between two terminals) ry

The first derivative (slope) of voltage as a function of current at a point on a static
characteristic curve showing the voltage between two terminals as a function of the current
through these terminals.

NOTE - In practice, the differential resistance can be measured approximately by different methods, for
example:

— as the quotient of an increment of voltage by the corresponding increment of current, or

— as the small-signal resistance at a sufficiently low frequency.

5.5.5 Variation of characteristics with time under constant operating co

$.5.5.1 Drift (of a characteristic X) AXy

5.5.5.2 Relative drift (of a characterist

The ratio of:

— the drift of the characteristic, to

5.5.5.3 |nstabi|®n

$.5.5.4

The quotient™

— the igstability rénge of the characteristic, by

— the-nitial value of the characteristic.

5.8/ ,Terms characterizing the constant value or periodic waveforms of currents and voltages

NOTE - The following terms and definitions correspond to those given in IEV (International Electrotechnical
Vocabulary) (IEC 50(131)).

The letter symbols correspond to those given in chapter V, clause 2. Where appropriate, examples of letter
symbols that refer to the collector current of a transistor are given below.

5.6.1 Alternating voltage [current]

A periodic voltage [current] having a mean value of zero. [IEV 131-03-01] [IEV 131-03-02]
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5.6.2 Tension [courant] pulsatoire
Tension [courant] périodique de valeur moyenne non nulle. [VEI 131-03-06] [VEI 131-03-07]
5.6.3 Composante continue (d’une tension ou d’un courant pulsatoire)

Valeur moyenne, sur une période, de la grandeur pulsatoire. [VEI 131-03-08]

EXEMPLE

1 7 .
IC(AV) = ? Io Ic ot

5.6.4 Composante alternative (d’'une tension ou d’un courant pulsatoire

Srandeur obtenue en retranchant de la grandeur pulsatoire sa composan \'4 03-09]

EXEMPLE

Ic =ic = Icav)

5.6.5 Courant [tension] continu(e)

Exemple de symbole littéral: Ic(p)

2) Par extension, courant [tensic
primordiale. [VEI 131-03~10] [VEI 13

!
f
!

Ve(rms) le(rms)

ki( rms)

kv(rms )

) |VC(AV)| ) |/C(AV)|

Rapportide la valeur efficace de la composante alternative de la grandeur pulsatoire a la valeuf
Tbsolue de sa composante continue. [VEI 131-03-13]

5.6.8 Taux d'ondulation de créte (d'une tension ou d'un courant pulsatoire)

Rapport de la valeur créte a créte de la composante alternative a la valeur absolue de la
composante continue de la grandeur pulsatoire. [VEI 131-03-14, modifiée]

_ Vepp) _ lk@p)

k = P8 =
VPP |VC(AV)| |IC(AV)|
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5.6.2 Pulsating voltage [current]
A periodic voltage [current] having a mean value that is not zero. [IEV 131-03-06] [IEV 131-03-07]
5.6.3 Direct component (of a pulsating voltage or current)

The mean value, taken over one period, of the pulsating quantity. [IEV 131-03-08]

EXAMPLE

1 7 .
IC(AV) = ? Io Ic ot

5.6.4 Alternating component (of a pulsating voltage or current)

The quantity derived by removing the direct component from the pulsating

EXAMPLE

Ic =ic = Icav)

5.6.5 Direct current [voltage]

1) A current [voltage] that is indepepdent of
they can be neglected.

Example of a letter symbol: IC(D)

2) By extension, a current [voltage] (in which th
[IEV 131-03-10] [IEV 131~03-11

q
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component of the’pulsating quantity. [IEV 131-03-13]

Vc(rms) Ic(rms)

) |VC(AV)|

ki(rms) - | IC(AV)|

kv(rms )

5.6.8 Peak-ripple factor; peak distortion factor (of a pulsating voltage or current)

The ratio of the peak-to-peak value of the alternating component to the absolute value of the
direct component of the pulsating quantity. [IEV 131-03-14, modified]

_ Veen) __lp)

Kv(pp) m itop)

) |IC(AV)|
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5.6.9 CQualificatif c.c. [c.a.]

Qualificatif indiquant que la composante continue [alternative] de la forme d'onde est d'un
intérét primordial.

EXEMPLES

— Tension en c.c. sur le c6té continu d'un convertisseur réversible de thyristor avec charge
inductive.

[\ .y
- ViUl url TIT' L. dAd.

NOTE - Etant donné que le qualificatif c.c. [c.a.] a un sens nettement plus large que «courant contind
[«courant alternatif»], il ne doit pas étre utilisé comme abréviation de «courant continu» [«courant alterhatif»]
dans les termes pour les caractéristiques spécifiées.

Ajouter les nouveaux articles 6 et 7 suivants:
® Termes et définitions concernant les impulsions

6.1 Généralités

6.1.1 Norme applicable

des concepts plus larges$
urs. Cependant, pour la
$pécification relativement simple des 'spo itifs 2 i rs, des termes et définitions
plus spécialisés sont utilisés et sont fourhis da 2 artiCle. Du point de vue techniquej,
ils sont conformes aux dispositions de

6.1.2 Représentation gr 165 irg.1 spécialisé de la CEIl 469-1)

L es définitions suivant afé 3 \ efitation des impulsions dans un systéme de¢
oordonnées ca@n :
1) le temps (©) AL ' dante représentée sur I'axe horizontal et qui croit dan$

le sens positif de

6.2 Concep
6.2.1 Instant (voir 276.1 inchangé de la CEI 469-1).

bauf( indication contraire, temps spécifié par rapport au temps f, de la premiére information
<|i‘une époque de forme d'onde.

6.2.2 Intervalle de temps (voir 2.6.2 inchangé de la CEIl 469-1)

Différence algébrique des temps obtenue en soustrayant le temps d'un premier instant spécifié
du temps d'un deuxiéme instant spécifié.

6.2.3 Durée (voir 2.6.3 inchangé de la CEl 469-1)

Valeur absolue de l'intervalle de temps pendant lequel un élément particulier ou une forme
d'onde spécifiés se produisent ou se maintiennent.
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5.6.9 Qualifier d.c. [a.c.]

A qualifier indicating that the direct component [alternating component] of the waveform is of
primary interest.

EXAMPLES

— DC voltage on the d.c. side of a reversible thyristor converter with inductive load.
— AC motor.

NOTE — As "d.c.” ["a.c.”]| has a much wider sense than "direct current” ["alternating current”|, this qualifier shall
not be used as an abbreviation for "direct current” ["alternating current"] in terms for specified characteristigsy

Add the following new clauses 6 and 7:

¢ Pulse terms and definitions
6.1 General
6.1.1 Applicable standard

felatively simple specification of semicgr

provisions given in IEC 469-1.

The following definitions \tefe
coordinate system in which:

6.
6.2.1 Instant(see IE§ 469-1, 2.6.1 unchanged)

nless Otherwise stated, a time specified with respect to the first datum time, t, of a waveforn
¢poch.

6-22—tmtervattsee tEC469-12-6-2unchanged)

The algebraic time difference calculated by subtracting the time of a first specified instant from
the time of a second specified instant.

6.2.3 Duration (see IEC 469-1, 2.6.3 unchanged)

The absolute value of the interval during which a specified waveform or feature exists or
continues.
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6.2.4 Période (voir 2.6.4 inchangé de la CEI 469-1)

Valeur absolue de l'intervalle minimal aprés lequel la méme caractéristique d'une forme d'onde
périodique ou d'un élément particulier périodique se reproduit.

6.2.5 Fréquence (voir 2.6.5 inchangé de la CEl 469-1)

Inverse de la période.

5.Z.6_Cycle (voir 2.6.6 Inchange de 1a CET 469-1)

Domaine complet d'états ou de niveaux par lequel passe une forme d'onde_périodique.ou um
¢lément particulier périodique avant de se répéter de fagon identique.

6.3 Concepts relatifs a des formes d'ondes proches de la forme d'up
(voir figure 7)

6.3.1 Impulsion (voir 2.2.2 abrégé de la CEIl 469-1)

iewie état nominal eft

{

at nominal et un second étaf

{

L es deux parties d'ung f d'impulsierr”qui représentent le premier état nominal &

partir duquel par@ jent en dernier lieu.

6.3.4 Sommet (voir. ‘ El 469-1)

Partie d'une
impulsion.

Partie d'unesfarme-d'onide d'impulsion qui représente la transition de la base au sommet.

6.3.6 <Eront arriére, transition arriére (remplace 3.1.4 «derniére transition» de la CEl 469-1)

Partie d'une forme d'onde d'impulsion qui représente la transition du sommet a la base.

6.3.7 Niveau de la base My (voir 3.2.1 spécialisé de la CEIl 469-1)

Niveau (valeur algébrique) de I'impulsion dans son premier état nominal.

6.3.8 Niveau du sommet M, (voir 3.2.2 spécialisé de la CEIl 469-1)

Niveau (valeur algébrique) de lI'impulsion dans son second état nominal.
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6.2.4 Period (see IEC 469-1, 2.6.4 unchanged)

The absolute value of the minimum interval after which the same characteristics of a periodic
waveform or a periodic feature recur.

6.2.5 Frequency (see IEC 469-1, 2.6.5 unchanged)

The reciprocal of period.

5. 2.6 Cycle (see TEC 469-T, Z.6.6 unchanged)

The complete range of states or magnitudes through which a periodic waveform or a periodi¢
feature passes before repeating itself identically.

6.3 Concepts related to waveforms approaching the shape of trapezbida S efigure 7
6.3.1 Pulse (see IEC 469-1, 2.2.2 shortened)

\ wave that departs from a first nominal state, attains a ate and ultimatel

feturns to the first nominal state.

6.3.2 Transition (see IEC 469-1, 2.2.3 shortened

A\ portion of a wave or pulse between aXirst state\a gecond nominal state.
$.3.3 Base (see IEC 469-1, 3.1.1 unchang

e first nominal state from which a pulsg

{

{ * e 'xansition (replaces IEC 469-1, 3.1.3 "first transition")

{ ' tkailing transition (replaces IEC 469-1, 3.1.4 "last transition")

The portion'of a pulse waveform that represents the transition from the top to the base.

6.3.7,~ Base magnitude M, (see IEC 469-1, 3.2.1 specialized)

The magnitude (algebraic value) of the pulse in the first nominal state.

6.3.8 Top magnitude M, (see IEC 469-1, 3.2.2 specialized)

The magnitude (algebraic value) of the pulse in the second nominal state.


https://iecnorm.com/api/?name=1877b3d85e0764f04bb3530b6ecba34d

- 36— 747-1 amend. 3 © CEIl: 1996

Niveau M &
M Sommet
t 100 Ny
\ 90
Front avant Point de référence supérieul Front arriére T
(point de référence rémotal) Ar (%)
+ 50 Ap (2 0)
} Point spécifié
Spécifié
10
\_—_—/
Mb 7 Base Point de référence inférieur Base © ‘
(point de référence proximal)
'w > .
< t
: b i
r i
-> e
Niveau M A Point de référence inférieur
B (point de référence proximal) ase
w, L A ,
AN 10
A < & A\ Q écifié
Pointspéci 4
\ 50 A_(<0)
Front H \\Q p
avant N ont arrigre i A, (%)
i
90
M AN, 100 —Y-
t v
\ ,
CEl 1080/93
x éléments particuliers d'une forme d'onde d'impulsion
6.3.9 Amplitude dedimpulsion A, (voir 3.2.3 inchangé de la CEI 469-1)
Différence algébrique entre le niveau du sommet et le niveau de la base.

A =N AL
l—\p = 1VI{ vip
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Magnitude M 4
To)
Ml P 100 y
90
Leading edge Upper reference point Trailing edge T
(distal point) Ar (%)
?- 50 Ap (= 0)
/ Specified point
o ——
[~ Specified
e — 10
Mb - .
Base Lower reference point Base
{proximal point)
e Iw » -~
< t - | t
< b >
t t
r f
> L
i 7'
Magnitude M Lower reference point
Base roximal point Base
My - ® ) /\/ <
(AN AVA N
A< o Specified
\ U
sp M&W\
< \J\‘ 50
. Ay (£0)
Leading 111 Upper (eterefice pQint N D A (%)
edge K istal point) N iling edge r\%
N D
N 0y
N |
M, r 100 ——
t
$ ) \\S
\’\ - ,x . t
N NS p L
ir §
g <> IEC 1080193

5.3.9  Pulséamp

igure 7 — Major pulse waveform features

Ap (see IEC 469-1, 3.2.3 unchanged)

The algebraic difference between the top magnitude and the base magnitude.
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6.3.10 Amplitude d’impulsion relative A, (nouveau concept)

Rapport de:

— la différence entre le niveau instantané de lI'impulsion (M) et le niveau de la base (M), a
— Il'amplitude de I'impulsion (Ap):

Ar= (M= Mp)lAy
NOTES

1 Quelle que soit la polarite de I'impulsion, amplitude d'impulsion relative Ar a toujours une valeur positive:
0<A<1

2 L'amplitude d'impulsion relative est souvent exprimée en pourcentage:

0< A, (%) <100

6.3.11 Point de référence inférieur; point proximal (voir 3.2.6.1 »

Point sur le front avant ou arriére, défini par une amplitude d'i
faible.

NOTES

1 Le terme «point de référence inférieur» est utilisé
la CEl 469-1 en 3.2.6.1.

{

{

:lntervalle de temps entre le point de référence inférieur et le point de référence supérieur sur l¢
ront-avant.

. 2-1.4 = da ol ot L H"Se Bile Mo N | P2 - |
U.o. 15 rermipo Ut UtToUUTIC (1 (VUIT J.9.J. L 1TTTUUTTTC UtT

Intervalle de temps entre le point de référence supérieur et le point de référence inférieur sur le
front arriére.

U Dans la CEl 469-1, les termes «temps de montée/descente» sont remplacés par «premiére/derniére durée de
transition» parce qu'ils sont ambigus dans le cas ou il n'est pas clairement indiqué s'ils font référence a une valeur
croissante/décroissante de I'amplitude d'impulsion relative ou du niveau d'impulsion. Cependant, dans les normes
du CE 47, ces termes sont employés uniquement avec la premiére signification et il n'y a donc pas lieu de les
remplacer par «premiere/derniére durée de transition».
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6.3.10 Relative pulse amplitude A, (new concept)

The ratio of:

— the difference between the instantaneous magnitude of the pulse (M) and the base
magnitude (M), to

— the pulse amplitude (Ap):
Ar = (M= Mp)lAp

NOTES

1 Regardless of the polarity of the pulse, the relative pulse amplitude A, always has a positive value:

0<A<1

2 Relative pulse amplitude is often expressed as per cent pulse amplitude:

0<A, (%) <100

6.3.11 Lower reference point; proximal point (see IEC 469-1, 3.2.6.1

NOTES
1 The term "lower reference point" is used asasynonynxor the ¥€rm/pr
2 Regardless of the polarity of the pulse, this\is a paint

3 Unless otherwise stated, the lower reference paint isa

6.3.12 Upper reference goink dis

amplitude. Q
NOTES

1 The term "uppgef

3.2.6.1.

$.3.13 Rise {ime t, (See IEC 469-1, 3.3.3.1 modified)t

The intetval between the lower and upper reference points on the leading edge.

6.3/44 Fall time t; (see IEC 469-1, 3.3.3.1 modified)*

The interval between the upper and lower reference points on the trailing edge.

U In IEC 469-1, the terms "rise/fall time" are replaced by "first/last transition duration” because they are
ambiguous, if it is not clearly stated whether they refer to an increasing/decreasing value of relative pulse amplitude
or pulse magnitude. However, in TC 47 standards, these terms are exclusively used with the first meaning and
there are no requirements to replace them by "first/last transition duration”.
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6.3.15 Durée d'impulsion (voir 3.3.2 de la CEI 469-1 spécialisé)
6.3.15.1 Durée d'impulsion, général t,

Intervalle de temps entre un point spécifié sur le front avant et un autre point spécifié sur le
front arriére.

6.3.15.2 Durée moyenne d'impulsion t,

Durée d'impulsion pour une amplitude d'impulsion relative de 50 %.

T Temps de commutation d'impulsion d'entrée-sortie, termes généraux
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6.3.15 Pulse duration (see IEC 469-1, 3.3.2 specialized)

6.3.15.1 Pulse duration, general ty

The interval between a specified point on the leading edge and another specified point on the
trailing edge.

6.3.15.2 Average pulse duration t,,

The pulse duration at 50 % relative pulse amplitude.

T Input-to-output pulse switching times, general terms

NOTE — The lower and upper reference points referred to in this clause are thosg's

7.1 Switching times for pulses where the leading edge causes
(see figure 8)

{-1.1 Turn-on delay time ty o

The interval between the lower reference point
lower reference point on the leading edge of th

&
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Niveau M, A
Sommet
M, 100 — %~
Impulsion 90
d’entrée Point de référence /
supérieur Front arrigre T
Front avant Ari (%) P
pi
Boint de réidrence.
O inférieur \
10
" A o
ib Base Base
Niveau M, A
M Sommet

ot
Impulsion

de sortie
° Point de référence
supérieur

Front avant

Base

A\

% (outy

A

RS e

off
R e |
CEI 1081193

tion d'impulsion d'entrée-sortie dans le cas ou
e I'impulsion d'entrée entraine la commutation du

Intervalle~de temps entre le point de référence inférieur sur le front avant de l'impulsion
‘entréeset le point de référence supérieur sur le front avant de I'impulsion de sortie.

NOTE — 54 = ty(on) + routput-

7.1.3 Temps de retard a la coupure tyoff)

Intervalle de temps entre le point de référence supérieur sur le front arriere de l'impulsion
d'entrée et le point de référence supérieur sur le front arriere de lI'impulsion de sortie.

NOTE - Voir également 7.3.
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Magnitude M; 4
Top
Mit 100 L
Input 90
Upper reference
pulse pont 7 Trailing edge T
Leading A (%
edge ri (%) Api
Lower reference
/ point
E—
M. o d
ib Base

Base

Magnitude Mo A

Top
Mot
Output &_/

10 A

pulse "
Upper reference Jraiiag
point
Leading T %)
A
edge N

10

> Base

4 (out)

//[/\/(\J
&
-
V4

\J

A

Tott

A

1EC 1081193

The intervaltbetween the lower reference point on the leading edge of the input pulse and the
UWpper referénce point on the leading edge of the output pulse.

NOTE — o1 = taon) * troutput)-

-

a0 - fd ] e "
.1.O rarrr=orraciday Uuriic ld(off)

The interval between the upper reference point on the trailing edge of the input pulse and the
upper reference point on the trailing edge of the output pulse.

NOTE - See also 7.3.
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7.1.4 Temps de commutation a I'état bloqué tys

Intervalle de temps entre le point de référence supérieur sur le front arriére de l'impulsion
d'entrée et le point de référence inférieur sur le front arriére de I'impulsion de sortie.
NOTE — o = tycofy + Lioutput)-

7.2 Temps de commutation pour les impulsions dans le cas ou le front avant entraine
la commutation du dispositif a I'état bloqué (voir figure 9)

1.2.1 Temps de retard a la coupure ty(off)

Intervalle de temps entre le point de référence inférieur sur le front
‘entrée et le point de référence inférieur sur le front avant de I'impulsio

de limpulsion

Niveau M, 4
Sommet

Impuision . 0
d'entrée Point de référence / &
supérieur Frontarti

Front avant

ri A,

Point deeférerce G
/ inférieur
10

\_A
v - NN ol
ib Base se
/N Q >
\ \£ \')\/ t
Niveau Mo A D/
S| Base
M°< o :
— 10
Pointde référence
inférleur
A (%)
ro
Apo
\ Point de référence \kFront l
supérieur arrigre
— :
Mot 100 —L——
Sommet
t
4 oty > (e I3 (on) te—>
<> ' (out) <+« i (ouy)
loft fon
<> - » CEI 1082193

Figure 9 — Temps de commutation d'impulsion d'entrée-sortie dans le cas
ou le front avant de I'impulsion d'entrée entraine la commutation
du dispositif a I'état bloqué


https://iecnorm.com/api/?name=1877b3d85e0764f04bb3530b6ecba34d

747-1 Amend. 3 © IEC: 1996 —-45 —

7.1.4 Turn-off time t

The interval between the upper reference point on the trailing edge of the input pulse and the
lower reference point on the trailing edge of the output pulse.

NOTE — &5 = tycof) + Lioutput)-

7.2 Switching times for pulses where the leading edge causes the device to turn off (see figure 9)

2.4 I ££ ol e £
e rarrr=uirrT uCla_y arrrc ld(off)

14

The interval between the lower reference point on the leading edge of the i
lower reference point on the leading edge of the output pulse.

ut pulse and the

Magnitude M; 4
Top
M.
it 1
Input (

9

Upper reference

pulse e 7 Trailieg edg \ >
Leading \

edge

Pawalitcong
NNV

Base

Base

S
S5 ,
<> g AV P 10

< puise er reference
Arg (%)

N
N point
po
Leading )4 )
dge \_J/] Upper reference \Jramng
N point edge
N a0
100 -Y
ot
Top

fa (oth)

\ 4

|

\ 4

v
f

Y

> i (out)

A
4
°
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g
q

~
=
~

A

»> IEC 1082093

Figure 9 — Input-to-output pulse switching times for an input pulse where
the leading edge causes the device to turn off
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7.2.2 Temps de commutation a I'état bloqué tys

Intervalle de temps entre le point de référence inférieur sur le front avant de l'impulsion
d'entrée et le point de référence supérieur sur le front avant de I'impulsion de sortie.

NOTE — fo = tyory + rout)-

7.2.3 Temps de retard a I'établissement ty(on)

‘entrée et le point de référence supérieur sur le front arriére de I'impulsion de sortie.

NOTE - Voir également 7.3.

Y1.2.4 Temps de commutation a I'état passant typ,

Intervalle de temps entre le point de référence supérieur sur
'‘entrée et le point de référence inférieur sur le front arriére de

NOTE — [on = td(on) + tf(out)-
1.3 Temps de stockage des porteurs tq

»A'un transistor, si ce retard
se du transistor.

Terme utilisé comme synonyme du «te
@st di principalement au stockage des™yg

r

¢) valeurs moyennes;

d)valeurs efficaces;

€) valeurs créte a créte.

2.1.3 Utilisation des lettres minuscules fondamentales

Les lettres minuscules fondamentales doivent étre utilisées pour la représentation des valeurs
instantanées de la forme d'onde périodique de la grandeur.
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7.2.2  Turn-off time t

The interval between the lower reference point on the leading edge of the input pulse and the
upper reference point on the leading edge of the output pulse.

NOTE — fo = tyory + Lrout)-
7.2.3 Turn-on delay time ty o

T v W 3] i i TApUt pu
pper reference point on the trailing edge of the output pulse.

NOTE - See also 7.3.

1.2.4 Turn-on time t,,

The interval between the upper reference point on the trailing i Is€ and the

lower reference point on the trailing edge of the output pulse.

NOTE - ton = td(on) + tf(out)-
1.3 Carrier storage time t

Term used as a synonym for "turn-off
fo carrier storage in the base region of t

is delay time is mainly dug

Page 43

4£.1.

c) average (mean) values;
d) roet“mean-square values;
e)-peak-to-peak (swing) values.

2.1.3 Use of lower-case basic letters

Lower-case basic letters shall be used for the representation of instantaneous values of the
periodic waveform of the quantity.
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Remplacer le paragraphe 2.2.1 existant par le paragraphe suivant:
2.2.1 Liste des indices généraux recommandés

2.2.1.1 Premier indice

F,f = direct
n = Dbruit
R, r = inverse

2.2.1.2 Indices supplémentaires

(AV) = valeur moyenne

(BR) = claquage

(cr), cr = critique

(D) = continu

F, f = direct

M, m = valeur maximale en fonction du te
MIN, min = valeur minimale en fonction d
0,0 = circuit ouvert

(ov) = surcharge
(PP), (pp) = créte a créte
R, r =

(R.M.S), (rrm.s.) =
S,s =
(tot), tot =
NOTE — Pour les autres

Page 44

Remplacer les pa 27271 et 2.2.2.2 existants par les nouveaux paragraphe:

2221 ges majuscules

L es indices.majuss doivent étre utilisés pour l'indication des valeurs se référant a la valeu
fotale dea{grandeur:

o

a)valeurs continues exemple: Ig(o), /s
b) valeurs totales instantanées exemple: ig

c) valeurs totales moyennes exemple: Ig(av)
d) valeurs totales maximales exemple: Igm

e) valeurs totales efficaces exemple: Ig(rms)

f) valeurs totales créte a créte exemple: Vopp)
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Replace the existing subclause 2.2.1 by the following new subclause:
2.2.1 List of recommended general subscripts

2.2.1.1 First subscrit

F,f = forward
n = noise
R, r = reverse

2.2.1.2 Additional subscripts

(AV) = average value
(BR) = breakdown
(cr), cr = critical

(D) = direct

F, f = forward

M, m = maximum (peak) value with respec
MIN, min =

0,0 = open circuit
(ov) = overload
(PP), (pp) =

R, r =

(R.M.S)), (r.m.s.)
S,s =
(tot), tot
NOTE — For other reco

2221

pper-case stkscripts shall be used for the indication of values that refer to the total value o
the quantity:

a) dicect values example: Ig(q), /g
b)-ihstantaneous total values example: ig

T) average totat vatues EXamprie: TB8(AV)
d) maximum (peak) total values example: gy

e) root-mean-square total values example: Igrus)

f) peak-to-peak total values example: VO(PP)
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2.2.2.2 Utilisation des indices minuscules

Les indices minuscules

1) doivent étre utilisés pour l'indication des valeurs se référant & la composante alternative
de la grandeur, y compris les modulations en petits signaux:

a) valeurs alternatives instantanées exemple: iy,

b) valeurs alternatives maximales exemple: lpm

o) valeurs alternatives efficaces exemnle: L. vou L. (voirla note)
7 T IJ\IIIID) |V AN 7

d) valeurs alternatives créte a créte  exemple: Vo(pp)

NOTE — Il est recommandé d'utiliser /(i)

2) sont combinés avec des indices majuscules pour éviter des
parenthéses, exemple: Vcesat-
Page 46
Remplacer les paragraphes 2.2.3.1 et 2.2.3.2 existant aux paragraphes$
suivants:

2.2.3.1 Indices pour les courants

ont le nom est dérivé de celd
séules exceptions admises étanl
Mrant peut étre indiquée par l'indic

q

Courantde b d
Courant colle

Courant‘direct de gachette d'un thyristor: IrG
Courant inverse de gachette d'un thyristor: IR

p 2.3.2 Indices pour les tensions

S'il est nécessaire d'indiquer les bornes entre lesquelles la tension existe, cela doit étre fait par
les deux premiers indices, les seules exceptions admises étant données ci-dessous. Le
premier indice indique une borne et le second indice indique la borne de référence ou le noeud
de circuit. S'il n'existe pas de risque d'ambiguité, la lettre indiquant la borne de référence peut
étre omise.
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2.2.2.2 Use of lower-case subscripts

Lower-case subscripts

1) shall be used for the indication of values that refer to the alternating component of the
quantity, including small-signal modulations:

a) instantaneous alternating values example: i,

b) maximum (peak) alternating values  example: I,

PAN-V-X 3 mear-Sadate altarnatina Al  asiona la- | ot f(ooa naota)
\// rovlrrrireart \1 ure ullblllulllly vaATU L O \rl\Mlll'Jl\z- lb(rms) T lb \J\/L’ IIUL\«}
d) peak-to-peak alternating values example: Vo(pp)
NOTE - The use of (s is recommended.
2) are used in combination with upper-case subscripts to save Y hecessar

parentheses, example: Viggat-

Page 47
Replace the existing subclauses 2.2.3.1 and 2.2.3.2 witt

$2.2.3.1 Subscripts for currents

If it is necessary to indicate the terminal 6 dnd after which the current i$
amed, this shall be done by the first su oaly thre—exceptions indicated below. The
ther terminal through which this ¢ may be indicated in the subscrip}

immediately following the first terminal- ea@

Base current Iz
Collector curr Ices
Forward gate cur Icr

Exceptions:

In letter /syrabolsxfor. forward” or reverse gate currents of thyristors, the letter 'F’ or 'R,
fespective e the terminal-designation subscript, which then becomes the second
subscript, th i

Forward{gate current of a thyristor: Irc
Reverse gate current of a thyristor: IrG

2.2.8.2 Subscripts for voltages

If it is necessary to indicate the terminals between which the voltage exists, this shall be done
by the first two subscripts with only the exceptions indicated below. The first subscript indicates
one terminal and the second subscript indicates the reference terminal or circuit node. Where
no ambiguity is likely to occur, the letter indicating the reference terminal may be omitted.
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Exemples d’indications habituelles:

Tension base-émetteur d'un transistor: Vge ou Vg

Tension collecteur-émetteur d'un transistor pour Vgg = 0: VCEs

Tension directe grille-source d'un transistor a effet de champ: VGsrk

Exceptions:

1) Tension directe gachette-cathode d'un thyristor de type p: VEGK
Fenstomrinversegachette-cathodedunmrthyristordetype - VRGK
Tension directe gachette-anode d'un thyristor de type n: VEca
Tension inverse gachette-anode d'un thyristor de type n: VRGA

2) Dans les symboles littéraux pour la tension de claquage, l'indice (B

) est placé avant les
indices de borne.

Exemple:
Tension de claquage collecteur-émetteur pour /g = 0:

2.2.3.3 Indices pour les tensions ou les courants d'alimenta

2.2.3.4 Indices pour les dispositifs ayant plus d'une (borgie)du

0

2.2.3.5 Indices pour dispositifs multip

Supprimer, dans les trois paragraphes
[ondamentales U et u.

-
)
0
D
>
D
3

3,
D
%]
=)
Q
S
=
D
S
o))
S
=~
5
%]
-
D
=
=
D
IT
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Examples of usual indication:

Base-emitter voltage of a transistor: Vgg or Vg

Collector-emitter voltage of a transistor for Vgg = 0: VCEs

Forward gate-source voltage of a field-effect transistor: VGsrk

Exceptions:

1) Forward gate-cathode voltage of a p-type thyristor: VEGK
Reversegate-cathodevottage of ap=type-thyristor: VRGK
Forward gate-anode voltage of an n-type thyristor: VEca
Reverse gate-anode voltage of an n-type thyristor: VRGA

2) In letter symbols for breakdown voltage, the subscript (BR) is place(l before_the_terminal

subscripts.
Example:
Collector-emitter breakdown voltage for /g = 0:

2.2.3.3 Subscripts for supply voltages or supply currents

kind
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Page 48
Remplacer le paragraphe 2.3 existant par le nouveau paragraphe suivant:
2.3 Tableau récapitulatif des symboles littéraux pour le courant, la tension et la puissance

Le tableau suivant illustre I'application des regles données en 2.1 et 2.2 et peut étre utilisé pour
identifier les symboles littéraux formés suivant ces réegles.

Lettres fondamentales

Minuscules Majuscuyfes

(i, v, p)

Avec indice(s) pour la (les) Avec indice(s) pour
borne(s) uniquement:

tive
(rms) est

« Valeur effic
« Valeur instantanée de (I'utilisation
la composante alternative recomma

O —cowgc s —Z

érnative

valeur créte a créte de la composante

Indice(s) pour alternative

I'électrode ou la
(les) borne(s)

vet indice(s) pour la (les) borne(s) uniqguement:

¢ Valeur d'un courant continu ou d'une tension
continue (l'utilisation de I'indice supplémentaire
(D) est recommandée)

Avec indice(s) pour la (les) borne(s) et un des
indices supplémentaires suivants:

e D: valeur d'un courant continu ou d'une
tension continue
\ * (AV): valeur totale moyenne
o M: valeur totale instantanée maximale
¢ MIN: valeur totale instantanée minimale

¢ (R.M.S.): valeur totale efficace

5o

* (PP): valeur créte a créte de la valeur
totale
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Page 49
Replace the existing subclause 2.3 by the following new subclause:
2.3 Summary chart for current, voltage and power letter symbols

The following chart demonstrates the application of the rules given in 2.1 and 2.2 and can be
used to identify letter symbols that are composed in accordance with these rules.

Basic letters

Lower case Upper cédse

(i, v, p)

With terminal subscript(s) only:

« Instantaneous value of
alternating component

=m®sor

Do »nw oo

~rodt-mean-square value of alternating
component

peak-to-peak value of alternating

Electrode component
or terminal
subscript(s) ith terminal subscript(s) only:

« Value of a direct current or voltage (use of
additional subscript (D) is recommended)

With terminal subscript(s) and one of the following
additional subscripts:

e D: value of a direct current or voltage

* (AV): average total value

o M: maximum instantaneous total value
* MIN: minimum instantaneous total value

¢ (R.M.S.): root-mean-square total value

« (PP): peak-to-peak value of total value
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Remplacer le paragraphe 2.4 existant par le nouveau paragraphe suivant:

2.4 Exemple d'application des regles a une grandeur périodique

La figure ci-dessous représente le courant collecteur d'un transistor, constitué par une

composante continue (la valeur moyenne) et une composante alternative.

La convention algébrique est utilisée dans cet exemple.

[ 17X

/cm -
Valeur maximale
de la composante

Valeur instantanée

\
4 ) Valeur efficace de la
c composante alternative

composante continue

lc (rms)
Valeur total
efficace

de la composante alternative
alternative l
X A
[ / e (PR Ue (pp)}
eur gréte a créte
de 1a valeur totale
e la composante
alternative]
/ ) ICM )
C(AV)y 'C(D) Valeur tota
Valeur totale moyenne; maximdle

le

2.5 Indication de la polarité des courants et tensions

t

CEl 1083193

pplication des régles & une grandeur périodique

NOTE — La méthode d'indication décrite ci-aprés s'applique uniquement si le symbole littéral de base ou |
symbole littéral négatif est composé en stricte conformité avec 2.2.3.1 ou 2.2.3.2, c'est-a-dire si aucun

exception-nestfaite a lareagle de base
™ )

Lorsque l'indice n'est pas composé de cette fagon, une méthode d'indication de la polarité appropriée doit étre
fournie. Par exemple, pour le courant ou la tension directe ou inverse de gachette, cette stipulation fait partie de

la définition.
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Replace the existing subclause 2.4 by the following new subclause:
2.4 Example of the application of the rules to a periodic quantity

The figure below represents a transistor collector current consisting of a direct component
(the average value) and an alternating component.

The algebraic convention is used in this example.

e (rms)@t

iC 4 4 , RMS value of
le alternating component
- _* _______ y '{ """"""""
j lom -
c Maximum (peak)
Instantaneous value of alternating
value of alternating component
component
\‘S‘\(Pig) e (ppy!

eak-lo-peak value
of total value
[of aiternating
component]

A

lc (rms)
RMS total
value

Ic (avy 'c (D)
Average total value;
direct component

t

1EC 1083/93

nple Uf the application of the rules to a periodic quantity

Add the following™ rew,/subclauses:

2.5 |Indication of the polarity of currents and voltages

NOTE — The method of indication described hereafter applies only if the basic or negated letter symbol i$
composed in close accordance with 22 31 or 22 32 respectively ie if no exception to the basic rule i§

made.

When not composed in this way, a suitable method for the indication of polarity shall be provided. For example,
for forward/reverse gate current/voltage, this provision is part of the definition.
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2.5.1 Courants (traversant une borne)

2.5.1.1 Symbole littéral de base

Le symbole littéral de base /Iy indique un courant conventionnel qui est considéré comme
positif s'il entre dans la borne X en provenance du circuit extérieur, ou comme négatif s'il sort

de la borne X vers le circuit extérieur.

2.5.1.2 Symbole littéral négatif

Le symbole littéral négatif, par exemple -y, indique un courant conventionnel qui est considérl

comme positif s'il sort de la borne X vers le circuit extérieur, ou comme négatif s'il entre ‘dans
la borne X en provenance du circuit extérieur.

NOTE - Il résulte de l'application des régles de I'algébre que:

I, = -5 A peut étre exprimé par -/, =5 A.
2.5.2 Tensions (entre deux bornes)
2.5.2.1 Symbole littéral de base

Le symbole littéral de base Vv, indique une tensi A S I
borne X a un potentiel par rapport a ¢

potentiel par rapport a celui de la born

2.5.2.2 Symbole littéral négatif

positive si la borne Xpa u B Ntie gati apport a celui de la borne Y, ou comme

NOTE - Il résulte

Vx

ap

y = =5V peut étre g

Remplacer ceparagraphe par le nouveau paragraphe suivant:

4.3 Caractéristiques thermiques et températures afférentes

4:3<¥ Symbole littéral fondamental de la température

Le symbole littéral fondamental est T, indiquant a la fois la température Celsius ou la
température absolue (kelvin).

Exemples: T, = 25 °C, T, = 295 K.

NOTE — L'usage de la lettre minuscule f est fortement déconseillé.
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2.5.1 Currents (through a terminal)

2.5.1.1 Basic letter symbol

The basic letter symbol /y denotes a conventional current that is considered to have a positive
value if it flows from the external circuit into terminal X, or a negative value if it flows out of

terminal X into the external circuit.

2.5.1.2 Negated letter symbol

he negated letter symbol, e.g. —Iy, denotes a conventional current that is considered to have zL

ositive value if it flows out of terminal X into the external circuit, or a negative value if it flows
rom the external circuit into terminal X.

NOTE - It follows by the application of algebraic rules that:

Iy, = -5 A can be expressed as -/, = 5 A.

2.5.2 Voltages (across two terminals)

2.5.2.1 Basic letter symbol

f

by the following new subclause:

4.3 Thermal characteristics and related temperatures

4:3<¥ Basic letter symbol for temperature

The basic letter symbol is T, indicating either Celsius or kelvin temperature.

Examples: T, = 25 °C, T, = 295 K.

NOTE — The use of the lower-case letter t is strongly deprecated.
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4.3.2 Liste d'indices généraux recommandés

jy J = jonction (canal) (note 1)

vj, VJ = virtuel de jonction (de canal) équivalent interne (notes 1 et 2)
¢, C = boitier (note 3)

ch = canal (note 1)

rR = point de référence (note 3)

a, A = ambiant (note 3)

s, S = radiateur

f, F = fluide de refroidissement, autre que l'air
sb = substrat

stg = stockage

sld = soudage

op = fonctionnement (note 4)

th, 8 = thermique

NOTES

2 Dans les catalogues, les spécifications se réferent/toyjo
canal). On peut par conséquent omettre la i

3 L'utilisation des indices plus longs «case
des résistances ou impédances thermique
parenthéses comme dans I'exemple suivant:

~
)
©
=
»
oy
n
n
<
3
<3
‘o
®
n
=
=
o8
=
o
c
<
e
o
c
=
oy
»
-
®
S
o8
=
e

z
O
3
rr|
|
O
Q
>
)
@
)
),
<
o

Forme géneéra
4.3.3.2 Ampédance thermique transitoire

rorme’générale: Zy vy, Zin(x-y)-

4.3.3.3 Impédance thermique transitoire en régime d'impulsions

Forme générale: Zihp(x-y): Zthp(X-Y)-
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4.3.2 List of recommended general subscripts

jy J = junction (channel) (note 1)

vj, VJ = virtual junction (channel) internal equivalent (notes 1 and 2)
c,C = case (note 3)

ch = channel (note 1)

r, R = reference point (note 3)

a, A = ambient (note 3)

s,S = heatsink

f, F = cooling fluid, other than air

sb = substrate

stg = storage

sld = soldering

op = operating (note 4)
th, 8 = thermal

NOTES

2 In data sheets, specifications always refer to the virg
v in the subscript may be omitted.

3 The use of the longer subscripts "case"
resistances or impedances, the subscripts sh

following example: Ry . .-

4.3.3 Composed Jlette

NOTE - In the p es
regions between whigh th
the list given in sub

4.3.3.2 Tsansient thérmal impedance

The basic forms are: Ziy,y.y) Zih(x-v)-

.3.3.3 Iransient thermal Impedance under pulse conditions

The basic forms are: Zthp(x_y), Zthp(x_y).
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Page 56
4.5 Grandeurs diverses
Modifier le texte de ce paragraphe comme suit:

Les grandeurs suivantes et leurs symboles littéraux sont recommandeés:

facteur de réduction avec la température = K
facteur de bruit moyen = F, Fav
facteur de bruit «unité» = F
rapport de température de bruit = N,

tension de bruit équivalente d'entrée (d'un dipble)

courant de bruit équivalent d'entrée (d'un dipéle)
température de bruit

température de bruit de référence
\jouter, aprés le paragraphe 4.5, le nouvel article sujzant:

b Symboles littéraux pour les unités d
de signaux exprimés en dB

5.1 Rapport de puissance

L e symbole littéral «dB» e ili L %‘échele logarithmique lorsque le logarithme 3
base 10 du rapport d ité issarice est exprimé en décibels en utilisan
lexpression

—

5.2 Rapportde ten ou

L e symboledJi I
logarithmique
en décibels.en utih

I'expression

n =20 log (V,/V,) dB(V) 2

(ou n =20 log (/4/15) dB()) (3

NOTE — Dans le cas, et uniquement dans le cas, ou les résistances appartenant & V; et V, (ou /; et /) sont
égales ou ont une différence négligeable, la valeur numérique calculée a partir de I'expression (2) (ou (3)) peut
étre exprimée en décibels du fait que I'on obtiendrait la méme valeur de n en appliquant I'expression (1) aux
puissances correspondantes.
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Page 57
4.5 Sundry quantities
Amend the text of this subclause as follows:

The following quantities and their letter symbols are recommended:

thermal derating factor

average noise figure, average noise factor

spot noise figure, spot noise factor
output noise ratio

equivalent input noise voltage (of a two-port)
equivalent input noise current (of a two-port)
noise temperature

reference noise temperature

Add, after subclause 4.5, the following new clause:
L
!

5 hit when the logarithm to the base of
ten of the ratio of two amaunts\of/powe $ n decibels using the expression

(1

l f h iovof two amounts of voltage (or current) is expressed in decibel$

n =20 log (V4/V,) dB(V) 2

(or n=20log (/1/1,) dB()) (3

NOTE — When, and only when, the resistances appertaining to V, and V, (or I, and 12) are equal or of negligiblg

application of expression (1) to the correspondmg powers results in the same value of n.
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Chapitre VI: Valeurs limites et caractéristiques essentielles, généralités
Remplacer l'article 3 existant par le nouvel article suivant:
3 Définitions

3.1 Définition de la limite maximale et de la limite minimale

NOTES
1 |1l existe deux définitions différentes selon la convention mathématique choisie (voir 3.1.1 et 3.1.2).

2 En l'absence d'indication de la convention mathématique utilisée pour la spécifig valeors limiteg

maximales et minimales, il est convenu d'utiliser la convention des valeurs algébrig

B.1.1 Convention de valeur algébrique

8.1.1.1 Limite maximale et limite minimale

B.1.1.2 Limite A et i

Ces deux Iimites@

NOTE — Pour les auk, ces désignations et les symboles littéraux correspondant$
(par exemple Vp8a ofence aux limites maximale et minimale et aux symboles littérau

correspondank xemp " . (Voir la CEIl 748-1, chapitre V, paragraphe 2.1.3 et la CEl 748-2,

L es valeurs-limites Se rapportent a la valeur absolue de la grandeur considérée, c'est-a-dire
que:

<Ja limite maximale est la limite de plus forte valeur absolue dans la gamme des valeur$
de méme signe; si la gamme comprend des valeurs positives et négatives, les deux valeury
limites sont maximales;

— la limite minimale est la limite de plus faible valeur absolue dans la gamme des valeurs
de méme signe; si la gamme comprend des valeurs positives et négatives, la limite
minimale est implicitement zéro.
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Page 59

Chapter VI: Essential ratings and characteristics, general
Replace the existing clause 3 by the following new clause:
3 Definitions

3.1 Definition of maximum limit and minimum limit

NOTES

1 Two different definitions exist, depending on the mathematical convention chosen (see_subclauses 3.1.1 ang
3.1.2).

2 If no information is given about which mathematical convention is used for the
maximum limits, it is assumed that algebraic convention is applied.

ofaminimum ang

B.1.1 Algebraic convention

8.1.1.1 Maximum limit and minimum limit

minimum limit", respectively.

designations and the relevant letter symbols (e.g. V,,) ar¢
s and the relevant letter symbols (e.g. V, ). (See IEC 748-1

OHmax

Limit values_refexto the absolute magnitude of the quantity, i.e.:

— the maximum limit is the greater magnitude limit of a range of like-signed values; if the¢
range.includes both positive and negative values, both limit values are maximum;

= ~the minimum limit is the smallest magnitude limit of a range of like-signed values; if th



https://iecnorm.com/api/?name=1877b3d85e0764f04bb3530b6ecba34d

— 66 — 747-1 amend. 3 © CEl: 1996

Exemples: voir tableau 1.

Tableau 1 — Représentation graphique des valeurs limites dans les deux conventions

Convention de valeur Convention de valeur
Exemple Gamme algébrique absolue

Symbole | Min. | Max. | Symbole | Min. | Max.

2 X -2 4 X Y 4
-2 0 4 X -2
AN
3

N
o | —— — »C:&X% e

N
*  Le minimum implicite 0. ! indi Wement.

**  Cette autre représentation™M' ili habijtuellement sauf lorsque la gamme est essentiellement
négative. 2\

5.2

B.2 Définitions fondamen es valeurs limites

Valeur lin

laquelle le disposit t étre endommagé.

NOTE L Les conditions limites peuvent étre soit maximales, soit minimales, et elles sont respectivement
connues sous le nom de «valeurs limites maximales» et «valeurs limites minimales».

B.3.Y Définitions pour les systemes de valeurs limites

La CEI 134: Systemes de valeurs limites pour les tubes électroniques et les dispositifs a
semiconducteurs analogues, explique les systemes de valeurs limites généralement employés,
et en particulier ce qui concerne le partage des responsabilités entre le fabricant de dispositifs
a semiconducteurs et les utilisateurs.

Actuellement, toutes les valeurs limites des dispositifs a semiconducteurs sont basées sur le
systeme des limites absolues.
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Examples: see table 1.

Table 1 — Presentation of limit values with the two conventions

Algebraic Absolute magnitude
Example Range convention convention

Symbol | Min. | Max. | Symbol | Min. | Max.

i

—_—

K
el
S %) y

oy | — D
-6 -2 0
equivalent to

5.2

AN

2
N
The implied minimum i is cus arilyS\gotshown
**  This alternative%se tatiow isscistomavily Rot used except when the range is primarily negative.

NOTE - “{Limiting conditions may be either maxima or minima, and known as maximum ratings and minimum
ratings respectively.

B.3, ‘Definitions for rating systems

IEC 134: Rating systems for electronic tubes and valves and analogous semiconductor
devices, explains the rating systems in general use and particularly the division of responsibility
between the manufacturer of semiconductor devices and circuit designers.

For the present time, all ratings for semiconductor devices are based on the absolute
maximum rating system.
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4 Définitions des conditions de refroidissement
Remplacer le texte par le suivant:

Les dispositifs a semiconducteurs doivent étre spécifiés soit comme dispositifs a température
ambiante spécifiée, soit comme dispositifs & température de boitier spécifiée, soit a la fois
comme dispositifs a température ambiante et a température de boftier spécifiées.

Lorsque les dispositifs sont spécifiés comme dispositifs a température ambiante spécifiée,cela
impligue des conditions de refroidissement par air libre (air dans des conditions de convegtiof
aturelle), sauf indications contraires.

ENn ce qui concerne les valeurs limites, les définitions suivantes s'apph

— Méthode a température ambiante spécifiée

ambiantes de refroidissement.
— Dispositifs a température ambiante spécifiée

Conditions du milieu environnant déter t la chaleur est évacuée d
dispositif. Ces conditions concernen [
et sont spécifiées par toutes les donn ou seulement par certaines d'entr
elles:

MONTAGE
Type. Orientation et mode de fixation du dispositif par
Température en yr_poi NP rapport a une enceinte quelconque.
dans le cours dule ent. Température des fils de connexion de sortie.
Ecoulement (convéct J2 Longueur et épaisseur des fils de connexion.
donnée ou refroig;$

Température et état de surface du milie
environnant.

Pour des raj alisation, la définition suivante a été adoptée pour les dispositifg
pour 4 ture ambiante est imposée par les conditions de refroidissement &
I'air librex

Température mesurée au-dessous d'un dispositif a semiconducteurs lorsqu'il est mainten
par.des fils de sortie dans une enceinte de température sensiblement uniforme ayant des
sGrfaces mates. Les points de fixation du dispositif ne devront pas étre a une distance
inférieure & 10 mm (3/8 in) du corps du dispositif, exception faite du cas des dispositifs a fil$
de ortie tre Ourts, pou esgue emplaceimmer ge PDOIT ge Xaluon devra ele pe c.
Les supports doivent étre a une température qui ne soit pas inférieure a celle de la
température ambiante. L'enceinte sera construite de telle sorte que la convection de l'air
libre ne soit pas sensiblement perturbée.

— Méthode a température de boitier spécifiée

Méthode dans laquelle les valeurs limites sont indiquées par rapport a la température de
botftier.

— Dispositifs a température de boitier spécifiée

Dispositifs a semiconducteurs pour lesquels les valeurs limites sont indiquées par rapport a
la température de boitier.


https://iecnorm.com/api/?name=1877b3d85e0764f04bb3530b6ecba34d

